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摘 要

各式各樣之三C整合系統設備帶給人類生活無限方便利益，卻也造成複雜電磁雜訊環境。所有的電子電路都會產生輻射干

擾同時又受到外在的干擾，而這些干擾可能使得自己或其他電子產品產生誤動作，因此電子裝置的設計，應該既不受外在

干擾源的影響，本身也不應成為的干擾源。在類比電路中，類比放大器、信號轉換器、補償電路等，則對輻射干擾最為敏

感。所以，為了降低輻射干擾的影響，我們大部分都將其電子電路產品放至於金屬盒裡予以屏蔽。 本文將針對類比放大器

中的低雜訊放大器及功率放大器製作操作頻率在1GHz及2GHz的放大電路，其中所使用的主動元件為英飛凌（Infineon

Technologies AG）及飛利浦(Philips)公司生產的電晶體（BFP420）、(BFG425W)及(BFG21W)，搭配高頻電路設計軟體

（Advanced Design System 2004A）及依據射頻電路的相關原理下去進行阻抗匹配。此頻段之阻抗匹配採用表面黏著元件

（SMD）的集總元件，並將全部電路製作於FR4印刷電路板上，最後將其電路放置於一簡單的金屬盒裡進行分析。

關鍵詞 : 屏蔽 ; 低雜訊放大器 ; 功率放大器 ; 表面黏著元件
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